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1. 整合相 ,不 整合 相 を もつ 強 誘 電体 の誘 電 的性 質

池 田 義 人

常誘電相から不整合相を経て整合相 (強誘電相 )-逐次転移する硫安系強誘電体 Rb2ZnC14,

K2ZnCl｡ の誘電的性質を調べた｡自発分極は焦電荷と超低周波 D-E履歴曲線の測定によっ

て求めた｡誘電率は試料に-定電圧を印加 したとき試料に流れる電流をロックイン増幅器で測

定することによって求めた｡常誘電相かう不整合相-の転移に際して,誘電率はゆるやかな極

大を示す｡比熱のピークより求めた転移点は誘電率の極大となる温度より約 10℃ 下である｡

不整合相から整合相-の転移点で誘電率は鋭いピークを示す｡自発分極は不連続的に発生する｡

この転移は特徴ある熱履歴を示すが,その原因は, discommensurationが結晶中の不純物にピ

ン止めされて,その速やかな拡散が妨げられるためと考えている｡

2. 70znにおけるEO遷移

一 丸 浩 三

electricmonopoletransitionの遷移行列要素を求めることは,核構造を調べる上で有用であ
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る｡ 現在までに観測されているEO遷移の例は,まだ少ない｡我々は70zn においてEO遷移

を観測した｡8･5MeVのα粒子の非弾性散乱によ-て作られる70zhの 触 tOIexcitedlevel(

1070keV)から ground(0+)-の遷移で出てくるEOの電子及び OIlevelから 211evel(884

key)-の遷移で出てくるE2のγ線をそれぞれ magnetic lensとSi(Li)半導体検出器,及

び性 (Li)検出器を用いて同時に観測し, OTlevelからの遷移の branchingratioを求めたo

EO遷移の行列要素を求めるためには,まだ Oilevelの寿命を調べる必要があるが,現在検討

中である｡

3.大空気シャワーに伴 うチェレンコフ光の観測

井 上 直 也

大空気シャワーに伴うチェレンコフ光はシャワー中の電子から発生するものであり,その到

達時間分布を調べることは高空に於ける電子の縦方向の発達を知る上で極めて有効である｡チ

ャヵルタヤ山でのミューオンの観測に放れば 1017ev以上で,E中間子の発生多重度が極めて大

きく,それから予想される電子の発達は大気の深さ550-1000gcm~2で実験と一致を示さない｡

本論文ではチャカルタヤ山に於けるチェレンコフ光観測による電子の0-550gcm~2の発達研

究の予備実験として,夜空の background光のもとでの光電子増幅管の gain変化等について詳

しく検討し,応答時間5ns以下の回路系を用いて東京大学宇宙線明野観測所で行った観測につ

いて述べる｡

4.反射電子顕微鏡法によるシリコン表面の観察

長我部 信 行

従来の低速電子線回折やオージェ電子分光法による表面研究では,表面の平均的情報しか得

られない｡本研究は,高い分解能を有する電子顕微鏡を,表面 1-2原子層の構造に敏感な反

射法で用いて,地域的な表面構造,表面現象の観察を行ったものである｡まず加熱処理によっ

て得た清浄な Si(111)表面で, 7×7表面構造の相転移の観察,および原子スケールでのステ

ップ,転位の観察が反射法で可能なことを示すことができた｡次にSi(111)表面上で,単原
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